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LADATAK 1

Zbog nesavrsenosti prekidaca S, kod osnovne celije DRAM-a prisutna je struja
curenja /. Ukoliko je u ¢eliju DRAM-a upisana logicka jedinica izrazena
naponom napajanja Vjp, izraCunati minimalnu frekvenciju osvjezavanja DRAM-

a fnin- Ispravno ocitavanje degradirane logicke jedinice podrazumijeva da

napon na krajevima kondenzatora C ne smije biti manji od gVDD- Poznato je:

Vpp=2.4V,1=10nA, C=20 fF.
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ZADATAK 2

Zbog nesavrsenosti prekidaca S, kod osnovne celije DRAM-a prisutna je struja curenja /. Ukoliko je u
¢eliju DRAM-a upisana logicka nula izrazena naponom od 0 V, izraCunati maksimalnu duzinu a,,,,
ploc¢e kondenzatora C kvadratnog oblika ako je minimalnu frekvenciju osvjezavanja DRAM-a f,,;,,= 1
MHz. Ispravno ocitavanje degradirane logicke nule podrazumijeva da napon na krajevima
kondenzatora C ne smije biti veéi od V,p/3. Poznato je: Vpp=2.1V, I= 12 nA, d = 2 nm (rastojanje
izmedu obloga kondenzatora), g, = 8.85-1012 F/m (dielektricna konstanta vazduha), & = 3.8
(relativna dielektricna konstanta SiO, od kojeg je napravljen izolator kondenzatora).
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ZADATAK 3

Koliki je memorijski kapacitet MC DRAM-a napravljenog u formi Cipa
povrsine A = 1 cm? ako je kondenzator osnovne celije DRAM-a realizovan
kao plocasti kondenzator kapacitivnosti C = 33 fF, sa rastojanjem izmedu
obloga kondenzatora d = 1 nm? Poznato je: g,=8.85:101? F/m
(dielektricna konstanta vazduha), & = 3.8 (relativna dielektri¢na
konstanta SiO, od kojeg je napravljen izolator kondenzatora). Povrsina
koju zauzima prekidac S u sklopu osnovne ¢elije DRAM-a moze se
Zanemariti.
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LADATAK 4

Koliko je rastojanje d izmedu obloga kondenzatora osnovne celije
DRAM-a u sklopu memorijskog ¢ipa povrsine A=2 cm? memorijskog
kapaciteta MC=10° b? Poznato je: C=5 fF, §,=8.85-101? F/m (dielektri¢na
konstanta vazduha), £=3.8 (relativna dielektricna konstanta SiO, od
kojeg je napravljen izolator kondenzatora), a povrsina A koju zauzima
prekidac S u osnovnoj cCeliji DRAM-a jednaka je povrsini kondenzatora C.
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